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Fundamentos de la invención 
Campo de la invención

5

10

1$

20

2$

La presente invención se refiere a cabezas magnéticas 
para escribir y leer en medios de registro magnético.

Descripción de la técnica anterior , *
Antes de ahora se ha propuesto proporcionar estructu

ras combinadas de cabeza de registro magnético, con las ca
bezas tanto de lectura como de escritura en la n&éma es-

+tructura integrada de película delgada. ';*
En una publicación por 6. B. Brock, F. B. S¡&%39.edy y

L. Vlele, titulada "Magnetoresistive Reaá/Write Head" (Ca+ * + ***
beza mágnetorrésistiva de lectura/escritúra), IBM* Techni
cal Disclosure Bulletin (Boletín de exposición técnica
IBM), mol. 15, na 4, set. 1972, págs. 1206-12C7;*un par
Ae pastillas de ferritá en parelelo definen un éhtrehie-
rro magnético. Próximo a la punta de las past$l3#s adya* * "cante a donde se encontrarán los medios magnéticos se 
pone un elemento de leotura magnetorreaistivo (MR). Deg 
tro del mismo entrehierro se sitda otro elemento que ee 
un oonductor de aeeritura* separado más haoia atrás que 
el elemento MR. Un problema con esa disposición es que, 
debido a la geometría y a consideraciones espaciales, 
las gruesas pastillas de ferrita y la cabeza de escritura 
inductiva producen un entrehierro ancho, y por tanto un
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área de escritura ancha (baja densidad de escritura li­
neal), en vez de un área estrechamente definida (alta 
densidad de escritura lineal). Esto tiene como resulta 
do una cabeza que proporciona una densidad lineal baja

5 de datos registrados. .
*  * *Los campos creados entre los extremos de la punta

del polo de la cabeza de escritura inductiva, dia*atrbe la
escritura, producen campos magnéticos suficienteáeAte* *.*
fuertes cerca de la punta de la cabeza en el á r ^  en que

10 está situada la tira MR, de manera que cuando s$ upa un* + *
esquema de polarización dura tiende a desmagnetigab la 
polarización permanente o dura en una tira MR con'pola­
rización dura. Además, es imposible leer con tina*cabe-

* * *za en la que se ha desmagnetizado la película d.^.polar i
15 zación dura. * , J

En otra publicación por E. P. Valstyn, titulada+ * +
"Composite Read/Write Recording Head" (Cabeza Registrado 
ra de lectura/escritura compuesta), IBM Technical Biselo 
sure Bulletin (Boletín de exposición técnica IBM), vol. 

20 14, ns 4, set. 1971, págs. 1283-1289, se proporciona una
cabeza de lectura inductiva-escritura inductiva. En es­
te oaso, la cabeza de lectura lee una pista muy ancha, 
con ensanchamiento del flujo magnético del conductor de 
lectura a la totalidad de las tres patas de la cabeza,

25 10, 14 y 17. Tal ensanchamiento hace que la lectura sea
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confusa. Asi, hay falta de claridad en la lectura de
los datos, debido al solapamiento de flujo magnético pro
sedente de registros anteriores y subsiguientes. El cié
rre por detrás causa el acoplamiento de la totalidad de

5 las tres patas de la cabeza, lo que conduce al problema
de solapamiento. M

La solicitud de patente de los Estados Unidas.gerie
na 424.242 (DOS 2455 485), de Nepala y otros, p a %  ipi

* +**"Head Assembly for Recording and Reading Employing Induc*.. ***
10 tive and Magnetoresistive Elements" (Conjunto de babeza

para registrar y leer empleando elementos inductli.M&s y
magnetorresistivos), muestra películas conductor&p'que
rodean a un elemento MR, en conjunción con un swnáAistro
de corriente que puede variar la dirección y la^aáa&nitud

15 de la corriente proporcionada a los conductores^.. Be nue
vo, el elemento MR que está situado dentro del ^ntfehie-

. !  * *rro de la cabeza* dé escritura esta expuesto a campos ta­
les, procedentes de los elementos inductivos, durante la 
escritura, que un elemento MR de polarización dura tende 

20 ria, al primer uso de la cabeza de escritura, a ser des­
magnetizado por los fuertes campos.

Un objeto de la presente invención es proporcionar 
una cabeza de lectura-escritura, donde los elementos de 
lectura y de escritura están separados magnéticamente, y 

2$ donde hay una excelente definición de las señales magné-
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ticas vistas por si elemento de lectura.
Otro objeto de la invención es proporcionar una ca­

beza integrada de lectura-escritura en película delgada, 
que tiene un entrehierro muy estrecho de la cabeza de

5 lectura, y circuitos magnéticos separados para las.dos
* * *

cabezas, con lo que la cabeza de lectura está protegida
de cruces originados por campos magnéticos procedentes
del circuito magnético de la cabeza de escritura^**y'*don-
de la estructura de película delgada es simple, se^fabri

10 ca fácilmente, y es lo más delgada y compacta popíqie.* + *
Adn otro objeto es proporcionar unos medios blin

daje extremadamente eficaces para la cabeza de lectura,
y una culata de la cabeza de escritura muy permé&b&e, que* + +al mismo tiempo sirve como segundo blindaje, extt^padaMen

15 te efioaz, para la cabeza de lectura MR. **. J
Otro objeto es una cabeza que permite lee^, eJ* mate-

* * *rial que se acaba de escribir en un solo paquete "cuando 
la cabeza de escritura precede a la cabeza de lectura.

Adn otro objeto de la invención as construir una ca 
20 besa integrada MR e inductiva que permite esoribir con

una pista de registro ancha, al tiempo que se lee con una 
pista estrecha de datos detectados, evitando asi interfe­
rencia por ensanchamiento de pistas.

2$

-  5 -4-9-75



4 Resumen de la invención
Una cabeza de registro magnético lee y escribe sobre 

un medio de registro magnético. En ella se incluye un 
primer blindaje magnético de material permeable que tie- 

5 ne una superficie sustancialmente plana y un primer.extre
* W Wmo de punta. Una primera capa de película delgada de ma­

terial dieléctrico está en contacto seguro con di$ha*^u-
perficie plana de dicho blindaje. Una forma de tina*'mag

.  * . *

netorresistiva en película delgada, de una estructara de
10 cabeza de escritura magnética, está en contacto s^g^pro

* * +
con la primera capa de material dieléctrico alineádsf Ion 
gitudinalmente adyacente al extremo de la punta, é¿*el 
extremo de la cabeza adaptado para enfrentarse al*medio 
de registro. Una segunda capa de película delga^a^de 

15 material dieléctrico está en contacto seguro con*J¿a;pri- 
mera capa de dieléctrico y la estructura magnetoryásisti 
va. El conductor de película delgada está conec^acPO a 
terminales de la tira magnetorresistiva. Una capa de 
rama de blindaje de película delgada, de un material mag 

2# Héticamente permeable, que proporciona una segunda rama 
de blindaje y primera de escritura, en contaoto seguro 
con la segunda capa de material dieléctrico, se extien­
de a lo largo de la tira magnetorresistiva, sustañeial- 
mente paralela a la superficie plana del primer blindaje, 

25 teniendo un segundo extremo de punta adyacente al primer
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extremo de punta# para definir un entrehierro magnético. 
Una tercera capa de película delgada de material dieléc­
trico se halla en contacto seguro con la capa de rama de 
blindaje. Un arrollamiento eléctrico de película delga­
da está en contacto seguro con la tercera capa de yelícu 
la delgada# que pasa cerca del segundo extremo de'ptmta. 
Una cuarta capa dieléctrica de película delgada en
contacto seguro con los arrollamientos, y la texpevp ca­
pa dieléctrica tiene una ranura a través de ella,, que se

* * *extiende a través del centro del arrollamiento situado
a * i

en posición central de la misma, y a través de íu.bercera
capa dieléctrica# hasta el segundo blindaje. Un^*segunda
capa de rama tiene un tercer extremo de punta aJ.ig&ado
con loe extremos de punta primero y segundo, y ^ ' ^ x t i e n
de a través de la ranura en contacto magnético.con.la ca

.* **pa de rama de blindaje# de manera que los arrollamientos 
se extienden entre la capa de rama de blinda je**y** la según 
da capa de rama, proporcionando campos magnéticos de es­
critura a través del entrehierro entre loa extremos de 
punta de las capas de rama.

Preferiblemente# la tira magnetorresistiva está com­
puesta por un emparedado de un material de polarización 
suficientemente dura magnéticamente, que no puede ser 
desmagnetizado por los campos usuales que emanan del me­
dio, y un detector magnetorresistivo separado por una ca-
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pa de gran resistividad.
Segdn el método de esta invención, se fabrica una ca

boza de lectura magnetorresistiva y escritura inductiva.
Primero se deposita una capa dieléctrica sobre un substra

$ to de blindaje. Luego se deposita material magnetomresis
tivo sobre el substrato, formando una tira MR. Después
se depositan conductores a través de una máscara. "B** la
siguiente etapa se añade una capa dieléctrica. se* ***
aplica Una capa permeable central. Después se aplica una

10 tercera capa dieléctrica. Subsiguientemente se practican
+ + *en ella unos arrollamientos de cabeza de lectura.**Bn la+

siguiente etapa se aplica otra capa dieléctrica. 'ídego
se hacen aberturas a los conductores, terminales 'de*'*Los
arrollamientos, y la capa central, y después se deposita

*  * < * *

15 una capa superior de material permeable, a través.de las
* +  *

aberturas, para proporcionar tanto áreas termina^p/como
I * *una capa de rama superior para la cabeza de lectWaf, por 

uso de técnicas de enmascaramiento.
Preferiblemente, el substrato de blindaje es o bien 

20 una pastilla de ferrita o una pastilla de ferrita oon una 
película delgada muy permeable en la parte superior de la 
misma.

Breve descripción de los dibujos 
25 La FIG. 1 muestra una vista del extremo de la punta
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de un substrato de cabeza de registro magnético, que in­
cluye la base permeable y una capa de emparedado magneto 
rreeistivo separada por un dieléctrico.

La FIG. 2 muestra una vista similar del dispositivo 
de la FIG. 1, con conductores añadidos. .

La FIG. 3 muestra una vista similar del dispositivo 
de la FIG. 2, con el exceso de material de emparedad^ mag
netorresistivo eliminado. **. *.* +.*

La FIG. 4 muestra una vista similar del dispositivo
de la FIG. 3, con una capa de dieléctrico añadida,*^ una

+ * *
capa de blindaje permeable depositada sobre ella."y*

La FIG. 5 muestra una vista similar del dispositivo 
de la FIG. 4, con una capa de dieléctrico depositad^ so­
bre ella. * * *

La FIG. 6 es una vista en perspectiva del ddjspesiti
vo de la FIG. 5, con una sección lateral a lo lajrga*del

! * *dispositivo, mostrando la adición de una capa de?"Reali­
zación.

La FIG. 7 es una vista similar a la FIG. 6, moetran 
do una capa de dieléctrico con ventanas cortadas para 
áreas terminales, tiras de conexión, y la formación de 
puente entre las capas de blindaje para los arrollamien­
tos inductivos de escritura.

La FIG. 8 muestra la capa de metalización permeable 
que proporciona las áreas terminales de contacto, las ti
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ras de conexión, y la capa de blindaje superior,
La FIG. 9 es una vista en sección lateral total de 

una cabeza idealizada, similar a las otras vistas, con 
múltiples arrollamientos en espiral, tomada de arriba a 

5 abajo a través del centro de la tira MR.
La FIG. 9A muestra una vista en sección rectaT¿*aumen 

tada, de un segmento de la tira MR.
La FIG. 10 muestra una cabeza inductiva simple.de

* * Ivuelta única, en una vista en sección de una cabe^a'si-
* *.10 m i l a r  a  l a  que se muestra en l a  FIG. 9. ** + +
$ * *** +*

Descripción de la realización preferida
La cabeza que se muestra en las FIGS. 1-8 c,<upp%*ende

un detector magnetorresistivo y un elemento de eqpz^itura
* **-*15 inductivo, combinados en un solo substrato 10 d$ blinda-
*** *je magnético compuesto de un material de ferrita con una 

capa 11 de blindaje adicional de permalloy sobr^e**élla, o 
una pastilla 10 de silicio con una capa 11 de permalloy 
muy permeable estratificada sobre ella. El substrato de 

$0 ferrita tiene aproximadamente 1,3 mm de espesor, y, si 
se desea; puede estar compuesto por un cristal único. La 
capa 11 tiene una composición tal como 80% de níquel, 20% 
de hierro, o materiales de alta permeabilidad equivalen­
tes, tal como supermalloy (4% de Cu, 4% de Mo, 16% de Pe 

25 y 76% de Ni). La capa de permalloy de película delgada
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debe tener 10.0CC R a 30.000 R de espesor, proporcionan­
do una permeancia, a una frecuencia de 100 Mhz, de al me 
nos 3K micro-metros. El proporcionar una capa de perma- 
lloy o su equivalente tiene la ventaja de proporcionar un 
doble blindaje para la tira magnetorresistiva empleada en 
la cabeza, lo que es más eficaz que un blindaje dni^b.

Sobre el subtrato 10 y permalloy, si lo hay,.sa,\de- 
posita una capa 12 dieléctrica de 2.000 R - 5 . 0 0 ^  ̂ e es 
pesor, compuesta por A1„0., SiO-, Si,N., SiO, o cualquier¿ j  ¿ j 4  s . ,
otro dieléctrico equivalente, no magnético, mecánicamente* + +
duro, que se eligen como ejemplos de materiales cfs!Li&o a+
que son mecánicamente duros, resistentes al desgatgbe, se
depositan fácilmente, y se atacan químicamente coa.Tacili
dad. En general, se debe usar en toda la cabezgál.mismo* +**
dieléctrico. , .

Después se deposita sobre toda la capa 12 dieléctri­
ca un emparedado 14, MR, (magnetorresistivo), pí*ef¿rible- 
mente de 1.000 R de espesor, de tres capas. El empareda­
do MR, preferiblemente de 550 a 2.000 R de espesor, com­
prende la capa 15 de polarización, de aproximadamente 100 
- 1.000 R de espesor, que puede ser de polarización dura: 
Fe^O^ (NiCo, CoPt), Fe^O^ acoplado por intercambio y Fe, 
o de polarización blanda: aproximadamente 170 R de perma 
H o y  preferiblemente. El producto momento magnético es­
pesor de la capa 15, para un comportamiento óptimo en la
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región lineal y máxima sensibilidad, debe ser aproximada­
mente igual a 0,7 del producto del momento magnético mul­
tiplicado por el espesor de la película MR
<*s-dura * 'dura* * * . - m  * *MR' ^  cualquier caso,

5 la siguiente capa del emparedado es una capa 16 de sepa­
ración de 200 - 1.000 X, preferiblemente de vidrio 35chott 
o cualquier otro material de alta resistividad eléctrica 
que no sea magnético y sea resistente al desgaste.^ .J<a 
capa 17 magnetorresistiva de la parte superior, áa apro-

10 ximadamente 100 - 600 A de espesor, está compuestá prefe
*  *  +  ***

riblemente por 200 X de permalloy. e
Luego, en la etapa siguiente, que se muestra;en la

FIO. 2, se aplican los conductores 18 y 19. de oepyp,
oro o aluminio, etc, a la película MR, por galv3nt)Rlas-****15 tia con cobre u oro, segán se describe mée adelante, a
través de la máscaras. De lo contrario se aplican yor eva 
poración de oro o aluminio a través de un máecáva&e re­
serva. Cuando ee usa oro o aluminio, la evaporación es­
tá precedida por evaporación de 50 a ICO X, de aorta du- 

20 ración, de titanio como capa de adhesión. En general,
la capa de adhesión puede ser también oualquier metal del 
tipo de válvulas, muy oxidable, tal como Mo, W, Al, Ta,
Hf, V, Mn, y preferiblemente Ti o Cr. Se aplican sobre 
la capa 14 de emparedado MR extendiéndose desde el extre 

25 mo 21 de la punta en el borde frontal hacia la parte tra
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sera de la cabeza. Cuando se usa oro o cobre se prefie­
re rehundir ligeramente los conductores para evitar co­
rrosión. También se pueden aplicar los conductores por 
evaporación. Se da forma a los conductores usando reser

5 vas y una máscara, usando técnicas fotográficas de enmas* .  * —
caramiento, conjuntamente con un procedimiento aditivo o
substractivo. Preferiblemente, los conductores lo y* 19
están compuestos de oro o cobre, y tienen aproxim^dgyen-
te 1.000 R de espesor. *1.*

10 De.puá. d. haber apiread, loe conductores 1&J-19 a
la estructura, sus extremos 28 y 29 a la izquierda*, {fel ex

* * *tremo 21 de la punta (véase PIG. 6) ee elevan por bhapado
de 4.000 - 10.000 X, y se emplea una máscara para*péopor-* * *
cionar una capa protectora al ataque químico, qubjpfote-

15 gerá a los conductores 18 y 19, y una delgada tira 20 de*
la capa 14 magnetorresistiva en el extremo 21 de? iba pun- 
ta de la cabeza, para formar úna cabeza magnetorresieti- 
Vá. Además, desde luego, también se protegen porciones 
de la capa 14 MR por debajo de los conductores 18 y 19,

20 aunque no son esenciales para la invención, y se podría 
prescindir de ellas con etapas adicionales de tratamien­
to. Luego, como se muestra en la PIG. 1, la capa 14 MR 
sin proteger se elimina por ataque químico, usando una 
técnica de ataque químico por pulverización catódica o 

2$ molienda iónica (aunque también se puede emplear ataque
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químico)*
Bn la etapa siguiente se aplica una capa 22 dieléc­

trica adicional (PIO. 4) de SiO^, AlgOy S i ^  ó SiO, etc, 
con un espesor del orden de 3.000 X - 9.000 &, suficiente 
para cubrir la parte superior de los conductores 18 y 19. 
y elegida de manera que la capa 17 magnetorresistiv^^s- 
té a medio camino entre la superficie superior del*^i&s-
trato 10 permeable o borde la capa 11, si está presente,

. * ***y la parte superior de la capa 22 dieléctrica sobre.la
* * *

que se deposita luego, como se muestra por la FIG.*4; la 
capa 24 de rama de blindaje permeable que proporc&wa un
segundo blindaje de la tira 20 MR y la primera ran&cde la
cabeza de escritura inductiva. Así, la capa 17 magsfsto-
rresistiva está centrada entre los dos materiales blin**** "*
daje 10 (o permalloy 11) y 24, cuyo entrehierro magnético
intermedio controla la porción de cualesquiera medid, mag

I * *nético. yuxtapuestos cuyo campo pueda alcanzar a*3?a* capa 
17 magnatorreaietiva de la tira 20.

La capa 24 de rama de blindaje, como el blindaje 10 
y el blindaje 11, se proporciona para apantallar la tira 
20 MR da los datos adyacentes fuera del campo a leer, y 
para proporcionar al mismo tiempo una culata de cabeza 
de escritura para una cabeza de escritura inductiva so­
portada sobre ella. La capa 24 está compuesta preferible 
mente por permalloy o permalloy estratificado con capas
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delgadas de material no magnético, de gran resistividad 
y gran resistencia al desgaste, tal como SiO o vidrio 
Schott. Cualquier otro material magnético muy permea­
ble, tal como una aleación de permalloy o ferrita, es 
satisfactorio si se puede depositar y es de alta permean 
cia (2-3k micro-metros). El chapado a través de n á c a ­
ras de encuadre, como se muestra en la solicitud &e pa­
tente pendiente de EE.UU. serie n& 426.862, del au
tor que la presente, presentada el 20 de diciemb^^fe
1973t es la manera preferida de aplicar la capa de perma

* * *
llqy, debido a que protege a la capa subyacente &^,ffalen 
tamiento en un campo magnético durante la pulverización 
catódica o evaporación, que podrían tender a dea^&gpeti 
zar la tira 20 MR, recocería magnéticamente o destruir 
la anisotropía magnética debido a crecimiento d$l grano. 
Además, es más fácil depositar el material de chafado, y 
obtener subsiguientemente una buena definióión/.jn&jsntras 
se ataca químicamente. La capa 24 es de 1-4 pmetroa de 
espesor.

Para galvanoplastia de película de permalloy o de 
arrollamientos de cobre u oro sobre un dieléctrico inor­
gánico u orgánico, y para obtener buena adhesión (Sio^ ó 
AlgO^ ^ polímero; polilmlda, reserva de Shipley, etc.), 
realícese uno de los conjuntos de etapas siguientes:

(1) Si se desea no exceder de una temperatura de
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aproximadamente 802C, evapórense aproximadamente 50 a
100 X de titanio a cualquier temperatura de OS a 80SC,
seguidos inmediatamente por 500 a 1.000 X de permalíoy
(en un campo magnético de aproximadamente 20-40 oersteds)
cuando se prepara para chapar con una capa de permalloy.
Continúese con titanio con 200 a 500 X de cobre u omq,$
cuándo se espera chapar arrollamientos de cobre u orq,*****
respectivamente. El titanio puede ser sustituido j^or

* * *cromo, y el permalloy por cobre u otro metal similai**^ue*
se puede chapar. *1 *

(2)- Si una temperatura elevada no es demás iaá,y per­
judicial, evapórense aproximadamente 500 a 1.000 &  per%malloy en un campo de 20 a 40 oersteds, aplicado paralela
mente a la anchura de pista de la cabeza, a 2*10psc, y

* * *preferiblemente a aproximadamente 200SC a 250SC. **íl per 
malloy áe puede sustituir por Ni. **

Ambos de los anteriores conjuntos de etapad^j^cñ meta 
lizacionee proporcionadas antes de la deposición de blin­
dajes. Para la subsiguiente deposición de arrollamientos 
oónductores es preferible usar la anterior etapa 1, con 
Ti-Cu ó Cr-Cu Ó Ti-Au ó Ta-Aü ó Cr-Au, dependiendo de que 
los arrollamientos se chapen usando Cu ó Au. Se puede 
preferir Al-Cu ó Al-Au cuando el dieléctrico subyacente
es AlgOg.

La siguiente etapa consiste en eliminar por etaque
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químico el blindaje 24, más allá de la línea 25 del ex­
tremo trasero del blindaje 24, para dejar los extremos 
28 y 29 de los conductores 18 y 19 accesibles simplemen 
te por eliminación por ataque químico del dieláctrico 22 

5 anterior, cuando se desee.
Después, como en la FIG. 5, se aplica una capa 25

de dieláctrico, que tiene preferiblemente 10.000 í*a
o ** **15.000 A de espesor, por pulverización catódica,J^aya

cubrir la totalidad de la superficie de la cabezaJ*com-
10 puesta peor uno de la misma gama de materiales qup/lps an** **

teriores dieláctricos. Luego hay una etapa de enmascara* + t **
miento y eliminación por ataque químico del dieláctrico

* * ** *,25, por encima de los extremos en los conductoiyq ,28 y 
29, y para abrir la ranura 40, como se muestra 6n**ía FIG. 

15 6< ***.;
En la etapa siguiente, se proporciona la pfeYgliza- 

ción que se muestra en la FIG. 6, para los arrollamien­
tos 31 y 32 bifilaree de Vueltas múltiples, aunque para 
conveniencia de la ilustración solo se ilustra una vuel 

20 ta única de cada arrollamiento, metalizando primero con 
una capa de adhesión de titanio y oobre apliOada por eva 
poración hasta un espesor de 100-500 X, según se ha des­
crito antes, seguido por aplicación posterior de una re­
serva y uso de una máscara y deposición, a travás de esa 

25 máscara de reserva, de los arrollamientos de cobre u oro.
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Nótese la amplia gama de equivalentes antes descrita. Los 
arrollamientos 31 Y 33 y las áreas terminales 128, 129,
37, 38, 33# 34, 133 y 134 se aplican luego por galvano­
plastia como oro o cobre, y son muy gruesos, en términos 
relativos, del orden de 20.000 X - 40.000 X (2-4 ̂ metros).

Después, en la FIO. 7, se aplica la capa 39 de re­
serva de Shipley a la totalidad del área de la cabeza, y 
se expone una máscara para abrir los agujeros 333Z.3&4, 
337, 338, 428, 429, 431, 432, 433 y 434, para lasjáreas
terminales 33, 34, 37, 38, 128, 129, 131, 132, 134,

. *. .* respectivamente, así como la ranura 340 de retome por* *,
encima de la ranura 40, para la capa de rama de cabeza
de registro superior, que rodea a las vueltas más"próxi-
maa al extremo de punta de la cabeza que se enfrenta a
los medios de registro de datos. Luego se efecTáp*el ata
que químico atravesando hasta las áreas terminad^ y haa-*** .
ta la capa 24 de permalloy, debajo de la cual está expues 
ta a lo largo la ranura 40, así como las áreas terminales, 
luego se elimina por cccoión la reserva de polímero, a 
aproximadamente 225so. Es un plástico termoendureoibia 
sensible al ultravioleta, que tse deaeúaibiliza por coc­
ción por encima de aproximadamente 13530*

Luego, como ae muestra en la FIO* 8, sigue una meta 
lización con titanio y permalloy, segdn ae ha descrito 
antes en la preparación para la galvanoplastia con perma
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Hoy, hasta un espesor de 500 - 1.000 R de permalloy por
la totalidad del área de la cabeza.

Luego se aplica por galvanoplastia permalloy, a tra
vés de las máscaras de encuadre formadas sobre la base
metalizada hasta un espesor de 20.000 - 30.000 R. Nótese+
que la rama 41 superior se extiende hacia abajo a ífávés
de la ranura 340 y ranura 40p hasta alcanzar la capa.*?4
de permalloy inferior por debajo de las capas 25 g.3$L

+ ** *dieléctricas. Además, todas las áreas terminales 33? 34,* * *
37, 38, 128, 129, 133 y 134 están cubiertas con la& áreas
terminales de permalloy 533, 534, 537, 538, 628, 633
y 634, respectivamente, y las áreas terminales 37*y*38,
cubiertas con las áreas terminales 537 y 538, estáa/jconec
tadas a  las áreas terminales 631 y 632 por las l%gbHs
131 y 132, cuyos extremos 133 y 134 satán tapados^ con las+ +
áreas terminales 633 y 634 mediante las conexiones *231 y 
232 de puente. Las líneas 231 y 232 de puente !h*a¿tran 
cómo sacar conexiones del centro del arrollamiento plano 
bifilan a las áreas terminales exteriores, en una cabeza 
de vueltas múltiples, como ae muestra en la FIG. 9.

La siguiente etapa consiste en proporcionar una ca­
pa de una reserva, u otra capa dieléctrica, para prote­
ger el permalloy a conservar, y permitir la exposición, 
a través de una máscara, de aquellas áreas de las que se 
deber eliminar el permalloy, como se muestra en la FIG. 8.
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El pernal loy no deseado se ataca químicamente con eoluoión 
de FeClg o un atacante químico equivalente $

Tras el ataque químico se elimina la reserva, y lue­
go la cabeza se somete a pulverización catódica con un 

5 dielíctrico de vidrio, SiÔ , AlgÔ , SiO, Si Ŵ  ̂u otro n&
terial equivalente, no magaÓtieo, meodnioamente duro.

Finalmente, todas las dreas terminales se exponen 
aplicando una reserva, y exponiÓndola a travós de una m ^  
cara de las dreas terminales, y revelando para atacar qtd 

10 misamente loa agujeros para unión de conductores a las 
dreae terminales de conexión, como es bien sabido en la 
tócnica.

En la PIO. 9 se muestra una cabeza de leotura-escr^ 
tura muy similar, con una base 210 de blindaje de ferrita, 

1$ una capa 211 de blindaje de permalloy, disidotrico 212, 
segundo blindaje 224 para apantallar la tira 220 ME de 
los datos fuera del campo a leer, dieléctrico 229, arro­
llamientos 226, tercer blindaje 241 y dlelóotrioo 229.

Se debe observar que la tira 220 MR estd adaptada 
20 a leer campos maptótiooo en el medio 221 debajo de ella, 

pero estd acoplada de forma muy suelta a cualesquiera 
oampos magtdtieos de la oapa 224 de blindaje o capa 211, 
que solo sirven para proteger a la tira 220 MR de los d§ 
tos fuera del área de los medios 221 que se ha de usar.

2$ Así, cualesquiera oampoa oaptadoo por el blindaje 241 no
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se acoplarán sustancialmente a la tira 220 MR.
La FIG. 9A.muestra una sección fragmentaria de la 

tira 220 MR, compuesta por el emparedado de la capa 215 
de polarización, capa 216 separadora y capa 21? magneto 
rresistiva.

En la FIG. 10, en una cabeza^ de escritura con #úel
ta única se incluyen un substrato 710, entrehierr<a.7§2
para la tira 720 MR, una capa 724 de rama de bliipaip* *.*que tiene un conductor 728 depositado directamente sobre* *.
ella, sin dieléctrico, que define el entrehierro efe la

+ *  !

cabeza de lectura. De nuevo sin que intervenga á*ieíéc-*
trico, una segunda capa 741 de rama, muy permeable/ depo
sitada sobre el conductor 728, se une a la primera.'capa
de rama, y forma junto con ella la culata de la^o&Iteza

* * .  *
de escritura, que es el blindaje de capa magnética.para 
la cabeza MR y estructura doble de rama magnéticajíara 
la cabeza de lectura inductiva. Esto se dirige*3* una al 
tura dé vuelo muy próxima, o en contacto con la operación 
de tipo de medios (medio flexible).

Esta solicitud que corresponde a la presentada en 
Estados Unidos de América, el día 19 de Agoste de 1974,
bajo el Na 498.504, se acoge a los beneficios del artícu 
lo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invención propia y nueva que se pre­
sentan para que sean objeto de esta solicitud do Patente ,¿g 
Invención en Espada, por VEINTE aSos, son ios cae se reco­
gen en las reivindicaciones siguientes:

*.
16.- Perfeccionamientos introducidos en cabanas na

nóticas con un convertidor de lectura magnotorresistivo y
$ con un convertidor do escritura inductivo, caracterizado & 

porque en un substrato plano nuy permeable (1C, 11) ectd
dispuesto el convertidor de lectura i íagnet orre sis t ivo (20),

* + *<<-- porque encima del convertidor de lectura (20) so entiende
una segunda capa muy permeable (24), distanciada col cubo-

# trate (10, 11) con formación de un ontrohierro do lectura,
T  + ̂ * + cobre la que está situado el arrollamiento (31, 32) del
20 convertidor de escritura, quo tiene al nonos una espira,

25

y norque el arrollamiento (31, 32) está cu&iorto con una 
tercera capa muy permeable (4l) q^c l o m a  con la segunda 
capa (24) un ontrohierro do escritura en el laño vuelco 
hacia el portador de registro nagnático y que esi;á unraa 
MtS.4ti.9tMnt. a la sesanda capa tmy pormoatlo (S4) <m
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el lado apartado del portador de registro.
23,- perfeccionamientos según la reivindicación 

18, caracterizados porque el substrato (10, 11) está cons­
tituido por varias capas, y al menos la capa superior (11) 
está hecha ¿e material muy permeable.

38.- Perfeccionamientos según la reivindicación 
28, caracterizados porque la capa de base (10) del substra­
to está constituida por un monocristal de silicio.

48.- Perfeccionamientos según la reivindicación 
28, caracterizados porque la capa de base (10) del substra­
to está hecha de íerrita.

58.— Perfeccionamientos según la reivindicación 
1§, caracterizados porque unas capas de aislamiento (12, 22, 
25) están situadas, al menos parcialmente, entre capas suce­
sivas (24, 41), así como entre estas últimas (11, 24, 41) y 
los elementos de convertidor (20 y 31, 32).

6 8,- Perfeccionamientos según la reivindicación 
5 8 , caracterizados porque las capas de aislamiento están 
hechas de vidrio, óxido de silicio o nitrnro de silicio o 
un óxido de aluminio.

78.- Perfeccionamientos según la reivindicación 
58, caracterizados porque el convertidor do lectura (20) 
está constituido por una capa magnéticamente dura (1 5) que 
sirve para la polarización magnética, una capa de aislamien­
to (16) y una capa magnotorresistiva (17).
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83.- perfeccionamientos segdn al menos una de las

-
reivir*.dicaciones 1§ a 73, caracterizados porcuo la capa mag- 
netoi"rccistiva (17) está dispuesta entre las capas muy per­
meables (11 y 24) que la encierran.

5 93.- ^KbOcioKAi.maiTos ni-TRoauciDOs ia? CABEZAS 
menBTiOAS CON m* c o n v ^ i D O R  DA incTui-n nAG-nATOpmjsisTivc 
Y con m: C0ItVARTD)0R DA ESCRITCiLi D7DUCTIVO.

* *
Tal y como so ha descrito en la Memoria. que ante­

cede, representado en los dibujos que se acompañan y para
10/**. los fines que se han especificado.

Esta Honorio, consta de veinticuatro hojas escri-
4̂̂  * Í - $ tas a máquina por una sola cara.

!.
Madrid, 17.8HJ975

P.A. Otear de EhabM* (

*'°*t#
----- ------

$ ̂ t #
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